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1. 研究背景 

Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) 太陽電池において，n型

バッファ層は高効率化のために重要である．

しかし，従来バッファ層として用いられてき

た CdS は，バンドギャップが狭いことに起

因する短波長光の損失や，環境負荷が高い

Cd の使用といった課題がある．これまでに

我々の研究室では，CdS の代替材料として

In2S3 に着目し，大気開放型 CVD 法による

In2S3薄膜の製膜を行ってきた[1]．しかし，バ

ンドギャップが可変であるCIGSの特性を十

分に活かすためには，電気的・光学的特性を

制御可能なバッファ層が必要となる．今回，

我々はミスト CVD 法を用いて，これらの制

御が期待される(In,Ga)2S3 薄膜の作製につい

て検討したので報告する． 

 

2. 実験方法 

(In,Ga)2S3薄膜は，ミスト CVD 法を用いて無

アルカリガラス基板上に作製した．成膜時の

意図しない酸素の混入を防ぐため，製膜は窒

素雰囲気下で行った．原料溶液は，ジエチル

ジチオカルバミン酸インジウム  (In-DTC) 

およびジエチルジチオカルバミン酸ガリウ

ム (Ga-DTC) を脱水 THF に溶解させ，0.02                              

mol/L に調整したものを用いた．溶液中の Ga

および In の比率(GGI; Ga/(Ga+In))は，0 から

1 まで変化させた．原料溶液は超音波により

霧化され，キャリアガス（N2, 1.0 L/min）に

より450℃に加熱したガラス基板まで輸送す

ることで薄膜の堆積を行った． 

 

3. 実験結果 

Fig.1 に，得られた薄膜の XRD 測定結果を示

す．溶液中の GGI が 0 に近く In 比率が高い

薄膜からは，28.7°，43.7°，59.4°にそれぞ

れβ-In2S3 の(206)面，(309)面，(4012)面に対

応する回折ピークが得られ，溶液中のGGIが

増加すると，β-In2S3 の配向が見られなくな

った．また，光学的特性としてバンドギャッ

プを算出すると，GGI=0.5 では，直接および

間接遷移ギャップがそれぞれ2.3 eVと3.2 eV

となり，Ga を添加することによって In2S3の

2.0 eV および 2.7 eV よりもワイドギャップ

化していることが確かめられた．これらの結

果より，ミスト CVD 法によりガラス基板上

に堆積した薄膜において，溶液中の GGI を

調整することでバンドギャップの調整が可

能であることが示唆された． 

当日は，得られた(In,Ga)2S3 膜のより詳細な

電気的・光学的特性を含めて報告する予定で

ある． 

 
Fig.1 X-ray diffraction spectra of (In,Ga)2S3 thin 

film deposited via mist–CVD. 
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